





VDD = 5 V
KPN = 80 μA/V2 ; KPP = 40 μA/V2
tOX = 150 Å; VTN = -VTP = 1V ; Cload = 0.1 pF
parametri geometrici: LMIN = 1.0 μm ; (W/L)P = 1; (W/L)N = 1 
param. geom. per l'inverter: (W/L)PINV = 2; (W/L)NINV = 1
effetti reattivi dei mos: CJ=3.6*10-4 F/m2 ; CJSW=2.1*10-10 F/m      
Rispondere ai seguenti quesiti:
1. Quale è la funzione logica realizzata dal circuito?
2. Considerando giunzioni di source e drain di forma rettangolare, con lunghezza pari a 3 
LMIN, dimensionare opportunamente le aree di source e drain (AS e AD) ed i perimetri (PS 
e PD).
3. Si realizzi il file netlist .cir che descrive il circuito. Si verifichi la risposta al quesito (1) 
analizzando l'andamento della tensione al nodo d'uscita V_out applicando una forma d'onda 
periodica al nodo Phi (clock). Non considerare gli effetti reattivi dei transistori.
4. Si valuti la potenza assorbita dal circuito analizzando la corrente assorbita dall'alimentazione 
nelle condizioni descritte al punto precedente.
5. Analizzare gli andamenti di Vx, V1_out, V_out e confrontarli con quanto si otterrebbe 
comprendendo nella simulazione gli effetti reattivi dei transistori MOS.
